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1. 概要（Summary ） 

本研究では、Niシード層(5 nm)上に、電気めっきで

Ni、Co 膜および Ni‐Co合金膜(50 nm)を成膜後、450℃

アニール(30分, Ar中 0.1 Torr)前後での結晶構造、電気

抵抗、Ni と Si の相互拡散を調べることで、次世代半

導体向け極薄配線としての Ni 薄膜を評価した。シー

ト抵抗の評価から、Ni や Ni-Co 合金膜は、Co 膜に比

べて抵抗変化が少なく、有望な配線材料候補であると

いう結論に至った。 

2. 実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・EB蒸着装置 

【実験方法】 

アセトンおよびエタノールで超音波洗浄した 10 

mm角の Si熱酸化膜基板上にEB蒸着法でNiシード

層(5 nm)を成膜した。その後、Table 1に示す浴組成

で Ni、Co、および Ni-Co 合金電気めっきを行った。

めっき時の電流密度は50 mA/cm2、浴温50℃であり、

めっき時間は膜厚が 50 nm になるようなクーロン量

に調整した。Ar雰囲気下(0.1 Torr, 450℃, 30分)のア

ニール前後で試料の結晶構造やシート抵抗を2端子法

で評価した。 

3. 結果と考察（Results and Discussion） 

各試料のアニール前後のシート抵抗測定結果を

Figure 1に示す。NiやNi‐Co合金膜ではアニールによ

る抵抗上昇はなく約 3 Ω と一定だったのに対し、Co 膜

はシート抵抗がアニールにより上昇した。XRD や XPS

の結果から、Co 膜中には酸化物の存在が確認されたこ

とから、本研究で用いためっき浴で成膜した Niや Ni‐

Co合金膜は、酸化耐性に関して Co膜と比較して有望な

配線材料候補であると考えられる。 
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Reagent Concentration[M]

Nickel sulfate 0~0.9

Cobalt Sulfate 0.9~0

Boric acid 0.50

Saccharin 0.03

Malonic acid 0.05

totally 0.9M ｝

Table 1 Composition of Ni, Ni-Co or Co 

electrodeposition bath 

Figure 1 Sheet resistance change of Ni, Ni-Co 

alloy, or Co films before and after annealing 

Figure 1 Sheet resistance change of Ni, Ni-Co 

alloy, or Co films before and after annealing 


